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TSTEOS ELEKTRONIK OCH MATTEKNIK
Malbeskrivning hosten 2018

Kursen syftar till:

e att ge en teoretisk grund for analys och syntes av savél passiva som aktiva
analoga kretsar

e att ge forstaelse for funktionen av samt fardigheter i att analysera sadana
kretsar

e att ge viss fardighet i elektronikkonstruktion

e att ge grundlaggande kunskaper och fardigheter i elektrisk méatteknik

Efter genomgangen kurs skall studenterna kunna:

e berédkna strom, spanning och effekt i aliménna likstréms- och
vaxelstromskretsar med anvandning av strukturerade metoder

e berédkna arbetspunkten for en transistor i ett forstarkarsteg

e berakna smasignalmassig inresistans, utresistans samt
spanningsforstarkning for en given forstarkare

e dimensionera enkla forstarkarsteg

e berdkna spanningsforstarkning for kretsar innehallande
operationsforstarkare

e anvanda simuleringsprogram for analys av analoga kretsar

e parametersatta aktiva filter sa att 6nskade gransfrekvenser erhalls

e verifiera, saval simuleringsmassigt som hardvarumassigt, att filtret
uppfyller stallda krav

e genomfora en enkel konstruktionsuppgift fran specifikation till
hardvarumassig konstruktion

e anvanda olika typer av instrument for méatning av elektriska storheter

e beskriva olika typer av fallgropar vid méatning samt ange hur dessa undviks

e beskriva olika typer av matningsstorningar, deras orsaker samt metoder for
att minska dem

Utforlig malbeskrivning
LIKSTROMSTEORI:

e Att kunna definiera och forsta begreppen strém, spanning, potential och
effekt. (1-9)

e Att behéarska begreppen graf, nod, gren, maska.

e Att forsta skillnaden mellan strom- och spanningskéllor samt att veta vilka
egenskaper saval ideala som icke-ideala kallor har. (1-1, 1-5, 1-15, 1-16)

e Att forsta skillnaden mellan natelement och komponenter. (1-14, 1-15, 1-16)

e Att kunna stalla upp samband mellan strommar och spanningar i en
elektrisk likstromskrets med hjalp av Kirchhoffs strémlag, Kirchhoffs
spanningslag och Ohms lag. (1-1, 1-5, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-15, B-1)
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e Att kunna beréakna ekvivalent resistans vid seriekoppling respektive
parallellkoppling mellan ett godtyckligt antal resistanser. (1-2, 1-3)

e Att kunna tillampa spanningsdelningsformeln pa ett godtyckligt antal
seriekopplade resistanser. (1-5 a, 1-6, 1-7)

e Att kunna tillampa stromdelningsformeln pa ett godtyckligt antal parallell-
kopplade resistanser. (1-5d, 1-8, 1-11 b)

e Att kunna eliminera strom och spanningskallor som &r ensamma. i sin gren,
samt att kunna eliminera natelement som ar 6verflodiga i sin gren. (1-26, 1-
27,1-28,1-29,1-31 a)

e Att kunna stélla upp de ekvationer som behdvs for att berédkna strom eller
spanning i ett plant likstromsnat genom nodanalys. Den "langa vagen"
utgdende fran Kirchhoffs lagar maste beharskas. Den "korta vagen" med
formell metodik maste inte beharskas men kan med fordel anvandas. (1-22,
1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, B-2)

e Att kunna anvanda nodanalys for berakningar pa ett tredimensionellt
likstromsnat. (B-3)

e Att kunna bestamma inre resistansen hos en given enport, dels utgaende
fran definitionen pa inre resistans, dels som kvoten mellan
tomgangsspanning och kortslutningsstrom. (1-16, 1-43, 1-44, 1-45, B-4)

e Att kunna bestamma savél en Thévenin- som en Nortonekvivalent till en
enport. (1-43, 1-45, 1-46)

e Att kunna formulera och anvanda foljande satser for kretsberakning:
Tvapolssatsen, Nortons teorem, superpositionssatsen. (1-32, 1-33, 1-44, 1-
47)

e Att kunna gora effektberdkningar i likstromsnat. (1-14, 1-17,1-18, 1-19)

e Att forstd inneborden av begreppet effektanpassning, samt kunna héarleda
villkoret for effektanpassning. (1-20)

VAXELSTROMSTEORI:

e Attvara vél fortrogen med egenskaper och funktion hos kondensator och
spole (induktor) samt motsvarande natelement kapacitans respektive
induktans. (2-1, 2-2, 2-11, 2-12, 2-13, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, B-12)

e Att kunna stélla upp och lésa de differentialekvationer som galler vid upp-
och urladdning av kapacitans och induktans. (B-15)

e Att forsta vad som hander nar snabbt- respektive langsamt varierande
strom/spanning ansluts till kapacitans/induktans i serie med en resistans.

e Att beharska, samt forsta skillnaden mellan, olika modeller for stationar
sinusformad vaxelstrém (vagdiagram, sinusfunktion, visardiagram,
komplext uttryck). (2-2, 2-4)

e Att kunna berékna strommar och spanningar i ett vaxelstrémsnat med
anvandning av jo-metoden. (2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, B-13)

e Att kunna definiera begreppen samt bestimma impedans, resistans,
konduktans, admittans, reaktans och susceptans for en vaxelstromsenport.
(2-21, 2-22, 2-23, B-14)

e Att forsta inneborden av serieresonans respektive parallellresonans. (2-23,
2-24,2-25, 2-26, 2-27, 2-28)

e Att forsta begreppen samt kunna berakna momentan, komplex, aktiv,
reaktiv och skenbar effekt for en impedans. (2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 2-
40, 2-41, 2-43, B-16, B-17, B-18)
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e Att forsta vad faskompensering innebar samt kunna berakna vardet av en
kapacitans/induktans sa att faskompensering erhalls. (2-38, 2-39, 2-42)

e Att kunna anvanda jo-metoden for att berdkna strommar och spanningar i
nat som innehaller transformatorkopplingar; dven ideala transformatorer.
(2-46, 2-47, 2-48, 2-49,2-50, 2-51, B-20)

e Att behéarska impedanstransformering for berakning pa kretsar som
innehaller ideal transformator. (2-52, 2-53, 2-56, B-19)

e Att forsta vad anpassning innebar samt behéarska de villkor for anpassning
som géller vid olika typer av variabla belastningar. (2-53, 2-54, 2-55, 2-56,
2-57,2-58)

e Att kunna definiera begreppen LP-, HP-, BP, BS-filter; aven ideala, samt vad
som menas med gransfrekvens och bandbredd.

e Att kunna avgora vilken typ av filter en given krets utgor. (2-30, 2-31, 2-32,
B-21)

e Att forstd inneborden av begreppen amplitud- och faskaraktéristik.

e Att kunna berékna och skissera amplitudkaraktaristik och faskaraktaristik
samt bestamma gransfrekvens(er) for ett elektriskt filter. (2-30, 2-31, 2-32,
B-21)

FORSTARKARTEKNIK:

o Att kdnna till konstruktion och funktion av diod, zenerdiod, fotodiod,
tunneldiod, lysdiod, bipolartransistorer (PNP och NPN), FET-transistorer
(N-kanal, P-kanal), MOS-transistorer (N-kanal och P-kanal). (3-11, 3-13, 3-
14, 3-19, 3-20, 3-21)

e Att kunna bestamma belastningslinje samt arbetspunkt for saval diod som
zenerdiod ingdende i en likstromskrets. (3-12, 3-15, 3-17)

e Att kunna dimensionera resistansvarden sa att en diod eller en zenerdiod
far onskad arbetspunkt. (3-16)

e Att kunna dimensionera resistansvarden sa att en diod eller en zenerdiod ej
overskrider specificerad maximal effektutveckling. (3-18)

e Att forsta transistorns roll i ett forstarkarsteg.

e Att forsta inneborden av begreppet arbetspunkt, samt kunna berdkna
arbetspunkten for ett férstarkarsteg med bipolar eller FET-transistorer. (3-
24,4-1, 4-4, 4-5, 4-6, 4-10, 4-11, 4-12)

e Att kunna bestamma saval likstromsmaéssig som signalmassig arbetslinje for
saval en bipolartransistor som en FET-transistor i ett forstarkarsteg. (3-22,
4-8, 4-9, 4-12, B-26)

e Att kunna bestamma resistansvarden sa att en transistor i ett forstarkarsteg
far onskad arbetspunkt. (Dimensionering av forstarkarsteg.) (3-23, 4-2, 4-3,
4-7,4-8, 4-9, 4-11)

e Att forsta funktionen av GE-steg respektive emitterfoljare.

e Att forsta inneborden av linjara transistormodeller. (h-parameterschema for
bipolartransistor, g-parameterschema for FET-transistor.) (3-27)

e Att kunna bestdmma en bipolartransistors h-parametrar ur kurvblad. (3-25,
3-26, 4-25)

e Att pa grafisk vag kunna bestamma spanningsforstarkningen for ett GE-steg
nar transistorns datablad ar givet. (4-16)

e Att kunnna anvanda linjara transistormodeller for smasignalberakningar pa
GE-steg och emitterfoljare; saval med bipolar som FET-transistorer:
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- Berdkning av inimpedans, utimpedans och spanningsforstarkning for
enkla belastade GE- steg och emitterféljare.

- For GE-steg med bipolartransistor eventuellt med hansyn taget till
samtliga h-parametrar for emitterfoljare endast med hansyn taget till
inimpedans (h11) och stréomforstarkningsfaktor (h21). Parametrarna gm och
g0 anvands vid FET-transistorer. (4-13, 4-14, 4-15, 4-18, 4-19, 4-20, 4-22,
4-23,4-24)

e Att kunna berékna inimpedans, utimpedans och spanningsforstarkning for
ett GE-steg dven om nagon kapacitans inte kan anses kortsluten eller om
emitteravkopplingen utelamnats. (4-21)

e Att kunna beskriva och forsta ett differentialforstarkares grundkonstruktion
och funktion. (Common mode, differential mode.)

e Att forsta inneborden av CMR-egenskapen hos en differentialforstarkare.

e Att kunna berdkna CMRR-vardet for en differentialforstarkare. (B-33)

e Att kunna beré@kna spanningsforstarkningen for ett
differentialforstarkarsteg med automatisk uppdelning av insignalen i tva
lika stora motfasiga insignaler. (B-34)

e Att kunnna anvanda linjara transistormodeller for smasignalberakningar pa
godtycklig typ av forstarkarsteg sdval med bipolar som FET-transistorer. (4-
17, B-27, B-28)

e Att kunna gora berékningar pa forstarkare bestaende av fler olika typer av
forstarkarsteg. (4-25, 4-26, B-29)

e Att kunna beskriva principkonstruktionen av en OP-forstérkare.

e Att kunna beskriva samt anvanda de tre gangse modellerna for OP-
forstarkare vid berakning pa forstarkare innehallande OP. (4-35, 4-38, B-
35, B-36)

e Att kunna beskriva principfunktionen av en ideal OP-férstéarkare.

e Att kunna bestamma sambandet mellan utspanning och inspanning for
olika typer av OP-forstarkarkopplingar, t.ex. vanlig negativt aterkopplad OP,
icke-inverterande OP-forstarkare, integrator och olika typer av aktiva filter.
(4-34, 4-36, 4-37, 4-39, 4-40)

e Att kunna beskriva sambandet mellan raforstarkning och frekvens for en
OP-forstarkare.

e Att kunna redogora for sambandet mellan frekvens och bandbredd fér en
OP-forstarkare.

e Att kunna omvandla spannings- och effektférstarkningsvarden till dB-
varden och vice versa. (4-27, 4-28, 4-33)

e Att forsta begreppen dB/oktav och dB/dekad samt kunna berakna dessa
varden for filter och forstarkare. (4-31, 4-32)

e Att forstd inneborden av begreppet kaskadkoppling, samt kunna bestamma
total forstarkning vid kaskadkoppling av ett godtyckligt antal forstarkarsteg.
(4-29, 4-30)
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